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요 약

본 논문은 GaN on SiC 공정을 이용한 위성통신시스템용 45W급의 출력전력을 갖는 Ku-대역 고출력 전력증폭기 집적회로 구현에 대한
논문이다. 고출력 전력증폭기 집적회로는 3단 구조로 설계되었으며, 제작 후 성능을 측정한 결과는 14.5-16GHz 대역에서 46.7 dBm의 평균 출력 전력
(Output Power) 및 35.6%의 평균 전력부가효율(PAE) 그리고 23.7 dB의 평균 전력 이득(Power Gain) 성능으로 동작한다.

Ⅰ. 서 론

최근 위성 통신 시스템을위한 Ku-대역의고출력전력증폭기에 관한 연

구 및 제품 출시가 활발히 진행되고 있다.[1][2] 본 논문에서는 Win

Semiconductor 사의 0.15um GaN on SiC 공정을 이용하여 설계 및 제작

한 45W 이상의 높은 출력 전력과 35.6%의 평균 전력 부가 효율(PAE)를

갖는 고출력 전력증폭기 집적회로에 관해 기술하였다.

Ⅱ. 본론

그림 1은 본 논문에서 설계 및 제작한 고출력 전력증폭기의 구성도 및

집적회로 사진이다. 설계된 전력증폭기는 소신호 및 대신호 이득을 위해

3단 구조를 사용하여 설계하였다. 1단 및 2단 그리고 3단의 전력소자는

2:4:16의 구조로 구성되었으며증폭기의 단위소자는 8Fx100um의 전력소

자 크기를 선정하였다. 1단 전력 소자는 회로 안정도를 높이기 위해 저항

및커패시터를 게이트에병렬로구성하여저주파의 안정도를높이는회로

로 설계하였다.

그림 1. 고출력 전력증폭기의 구성도 및 집적회로 사진

3단의 전력소자는기수모드발진을 방지하기 위해 게이트및 드레인 간

에 각각으로 직렬저항을 연결하여설계하였다. 3단 전력소자의 정합회로

는 16:1 구조로 설계하여 출력단의 삽입손실을 최소화하여 설계하였다. 2

단과 3단 의 중간정합회로는 4:16 구조로 구성하여삽입손실을 최소화하

여 설계하였다. 1단과 2단의 중간 정합회로는 2:4 구조로 구성하였고 1단

의 입력 정합회로는 1:2 구조로 구성하여 낮은 삽입 손실을 갖는 구조로

설계하였다. 설계된 고출력 전력 증폭기의 면적은 4.5mm x 4.5mm x

0.1mm로 패드를 포함한 면적이다. 그림 2는 설계된 고출력 전력 증폭기

의 시뮬레이션 및 측정 결과이다. RF 신호 측정 조건은 PW 10ms, DC

1%이다. 14.5-16GHz 대역에서대신호 측정결과는 출력전력은 45.7-47.4

dBm , 전력부가효율은 31.2-39.1% , 전력 이득(Power Gain)은 22.6-24.4

dB의 측정결과를가진다. 소신호 측정결과는 27-31.1 dB의 소신호 이득

과 6-13.5 dB의 입력 반사 손실의 결과를 가진다.

그림 2. 고출력 전력 증폭기 대신호 및 소신호 측정 결과

Ⅲ. 결론

본 논문에서는 위성 통신 시스템용 45W급 GaN 공정 기반 Ku-대역 고

출력 전력증폭기 집적회로 설계 및 제작하여 측정한 결과에 관해 기술하

였다. 14.5-16GHz 대역에서 45W급 이상의 출력 전력성능과 평균 35.6%

의 전력부가효율 성능은 국내외 발표된 연구 결과 및 제품 대비 우수한

성능으로 동작하여 경쟁력 있는 결과임을 확인 할 수 있었다.
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